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販売価格（税別）  

   構造解析レポート    ¥400,000 

   プロセス解析レポート   ¥400,000 

・ 本製品はSiC MOSFET搭載によりオン抵抗の低減化を実現し、従来品（Si）に比べ電力損失 

  が70％低減され、家電用のエアコンに適しているとされています。 

  SiC MOSFETの主な特徴 

     最大動作電圧Vdss= 600V 

     単位面積当たりのオン抵抗はRONxA=500mΩ・mm2 

   

・ 構造解析レポート  ： SiC MOSFET、モジュールの構造解析、材料分析 

  プロセス解析レポート：  製造プロセスフローや、フォト/マスキングのプロセス工程数、 

                  SiC MOSFETの特徴、自己整合チャネルの形成 

SiC MOSFET モジュール外観 

Gate Gate 
P+ N+ N+ 

N- 

ソース電極 

ピッチ P=7.8μm 

SiC MOSFET断面 

三菱電機製  SiC DIPIPM (PSF15S92F6)のモジュール、 
搭載SiC MOSFETの構造解析,プロセス解析レポートリリース 

2017年7月、株式会社エルテックは 、2016年8月に三菱電機から発売された超小型フルSiC 

DIPIPM「 PSF15S92F6 」およびそれに搭載されているSiC MOSFETの構造解析レポートと、 

プロセス解析レポートをリリースしました。 
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